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1. はじめに 

アモルファスカーボンは sp2 混成軌道と sp3

混成軌道の混合で構成され、広い範囲のエネル

ギーバンドギャップを有する可能性があり、ま

た安価な原料ガスから作製されることから、次

世代の太陽電池材料として期待される[1]。し

かし、複雑な結晶構造及び高い欠陥密度に起因

して、a-C 膜における光起電力効果は実現され

ていない。我々はこれまでに、ラジカル注入型

プラズマ励起化学気相堆積(RIPECVD)法を用

いて成長した a-C 膜において、暗電流に対して

10 倍以上の光電流を実現している。今回、キ

ャリア濃度や寿命など、電気的特性の精密な制

御のために、ボロン注入が a-C 膜の結晶構造及

び電気特性に与える影響を調査したので報告

する。 

 

2. 実験内容 

表面波励起プラズマ源(SWP, 2.45 GHz)と容

量結合型プラズマ源(CCP, 100 MHz)の 2つのプ

ラズマ源が上下に接続されたラジカル注入型

PECVD装置を用い、SiO2/Si基板上に a-C膜を

成長させた。混合ガス(総流量：150sccm、H2/CH4

混合比：0.5、B2H6混合割合：0～1.7％)、を導

入し、SWP と CCP それぞれに 400 W および

100 Wを印加した。成長温度は 550˚C、成長圧

力は 1 Paである。 

 

3. 結果と考察 

Fig. 1 は本実験で成長した a-C 膜の抵抗率の

B2H6 含有量依存性である。B2H6導入量の増加

に伴って、a-C 膜の抵抗率が減少することがわ

かる。一方、Fig. 2は、ラマンスペクトルにお

ける G バンドピーク(グラファイト成分)の半

値全幅(FWHM)値(IG)の B2H6 導入量依存性で

ある。また、G バンドピークと D バンドピー

クの強度比(ID/IG)も併せて示している。B2H6導

入量の増加に伴い、IG、 ID/IG共に増加するこ

とが分かる。これらの結果は、成長雰囲気への

B2H6導入量によって、a-C 膜中への B 注入に

よるキャリア濃度の増加と共に、膜構造の変化

も生じていることを示唆している。発表では、

B2H6 導入に伴うプラズマ中のラジカル密度、

組成の変化が a-C 膜の膜構造に及ぼす効果に

ついても報告する。 

 

 
Fig. 1. B2H6 concentration dependence of the 

resistivity of a-C films. 

 
Fig. 2. FWHM values of G-band peaks and the 

intensities ratio of G and D band peaks as a 

function of B2H6 concentration. 
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